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1. はじめに 

ハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリング(HiPIMS)は、パルス状の高電圧をターゲッ

トに印加するため、スパッタ原子のイオン化が促進され高密度なプラズマが得られる。真空装置

内の基板は荷電粒子の衝突、中性粒子との化学反応、熱放射などにより加熱され基板温度が上昇

する。これまで、荷電粒子の基板への入射量が通常のスパッタリングより多い HiPIMS の基板加

熱機構は詳細には明らかにされておらず、その解明には基板温度の測定が重要である。本研究で

は、我々が構築してきた低コヒーレンス光干渉法による基板温度計測手法を用いて、HiPIMS 中の

シリコン基板温度を非接触でリアルタイムに計測した[1]。 

2. 実験方法 

図 1 に HiPIMS と基板温度計測システムの概略図を示す。ターゲットには Ti を用いた、HiPIMS

の放電条件は、圧力：1Pa、ガス：Ar 10sccm、基板とターゲットの距離：57mm、パルス周期：500Hz、

パルス幅：100μsとし、印加電圧を-360V から-600V まで変化させた。 

3. 実験結果 

図 2に基板温度の計測結果を示す。プラズマをONにすると同時にシリコン基板温度が上昇し、

OFF にすると同時にシリコン基板温度が下降しており、リアルタイムな温度計測ができた。また、

印加電圧が大きくなるにつれて、基板温度の変化量が大きくなった。 
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図 1 実験装置の概略図.      図 2 シリコン基板温度の時間変化. 
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